Автоматическая регистрация времени задержки вспышки взрывчатых веществ by Сухушин, Ю. Н. & Захаров, Юрий Александрович
И З В Е С Т И Я
Т О М С К О ГО  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О
И Н С Т И Т У Т А  им. С. М. К И Р О В А
Том 199 1969
А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я  Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  В Р Е М Е Н И  З А Д Е Р Ж К И  
В С П Ы Ш К И  В З Р Ы В Ч А Т Ы Х  В Е Щ Е С Т В
Ю. Н. СУХУШИН, Ю. А. ЗАХАРОВ
(Представлена научным семинаром кафедры радиационной химии ХТФ)
Чувствительность взрывчатых веществ к различным начальным 
импульсам (тепловому, механическому, взрывному и т. д.) является 
важной характеристикой как для практики работы BB, так и при рас­
смотрении механизма процесса возбуждения и развития взрыва.
Чувствительность взрывчатых веществ к тепловому импульсу х а ­
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Рис. 1. Установка определения температурной зависимости задержки
вспышки
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ускорения реакции при определении температуры вспышки обусловли­
вает явление задерж ки вспышки. При испытании BB задер ж ку вспыш­
ки фиксируют, как правило, по секундомеру [1— 31. В литературе [4] 
имеется описание установки для определения времени воспламенения, 
однако применение автоматического сбрасывания таблеток и синхрони­
зация последнего с фоторегистрирующей системой делает описанную  
установку сложной и небезопасной.
Нами была изготовлена установка, в которой автоматическая ре­
гистрация задерж ки вспышки достигалась по следую щ ем у принципу: 
навеска BB помещ алась в пистон (1) из тонкой металлической фольги 
(рис. 1), укрепленной на металлическом стержне (2).  Стержень падает  
в печь (3 ),  пистон с навеской при этом, попадая на нагретую поверх­
ность металлического блока, помещенного в печи, замыкает электриче­
скую цепь системы регистрации времени. В момент взрыва контакт 
нарушается и регистрация времени прекращается, а так как стержень  
имеет ограничитель (4 ),  то повторного замыкания не происходит. В 
качестве системы для регистрации времени можно использовать любой  
электронный или электромеханический секундомер. Нами использо­
валась система регистрации времени, позволяющая менять точность 
регистрации от 0,05 до 0, 0001 сек. Д ля  этого использовалась пересчет- 
ная часть схемы для регистрации импульсов ВС П  (4). В качестве д а т ­
чиков импульсов использовался генератор ГЗ-ЗЗ (5 ).  Поскольку п одоб ­
ная схема работает в разомкнутом состоянии, то для обращения р або ­
ты схемы в замкнутом состоянии использовалось реле (6 ).  Сохраняя  
постоянство навески и плотность BB, а такж е размеры пистона и р а з ­
мещение пистона относительно несущего стержня-контакта (2),  можно  
достигнуть достаточного постоянства условий нагрева навески И В В  и 
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Рис. 2. Температурная зависимость задержки вспышки для двух диаметров.
заряда
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На рис. 2 показана температурная зависимость задерж ки вспышки 
для чистого P b N 6 при плотности 3 г/см3 для двух диаметров зарядов.  
Таким образом, описанная установка позволяет автоматически регист­
рировать время задерж ки вспышки взрывчатых веществ, и применен­
ная схема регистрации позволяет определить задер ж ку для области  
высоких температур, то есть малые времена задерж ки вспышки.
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